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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】製造工程において第１電極層を保護し、第２電
極層を効果的に分離して、信頼性に優れて生産性が向上
する有機ＥＬディスプレイの製造方法を提供する。
【解決手段】第１電極層と、第１電極層１０を覆う第１
被覆層１６とが積層された基板を準備する工程と、第１
被覆層上に、第１被覆層が部分的に露出する開口部を有
する絶縁体１３を形成する工程と、第１被覆層及び絶縁
体上に、第１被覆層及び絶縁体を覆う第２被覆層１８を
形成する工程と、第２被覆層上であって絶縁体の直上に
、凸部１７を形成する工程と、開口部下の第１被覆層を
エッチングして除去するとともに、凸部下の第２被覆層
を凸部の下面が一部露出するまでエッチングして除去す
ることにより、絶縁体の上面と凸部の下面との間に空隙
Ｇを形成する工程と、絶縁体の開口部上で、凸部から開
口部にかけて導電材料を堆積させ、空隙Ｇにより端部が
規定された第２電極層１２を形成する工程とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電極層と、該第１電極層を覆う第１被覆層とが積層された基板を準備する工程と、
　前記第１被覆層上に、前記第１被覆層が部分的に露出する開口部を有する絶縁体を形成
する工程と、
　前記第１被覆層及び前記絶縁体上に、前記第１被覆層及び前記絶縁体を覆う第２被覆層
を形成する工程と、
　前記第２被覆層上であって前記絶縁体の直上に、凸部を形成する工程と、
　前記開口部下の前記第１被覆層をエッチングして除去するとともに、前記凸部下の前記
第２被覆層を前記凸部の下面が一部露出するまでエッチングして除去することにより、前
記絶縁体の上面と前記凸部の下面との間に空隙を形成する工程と、
　前記絶縁体の前記開口部上で、前記凸部から前記開口部にかけて導電材料を堆積させ、
前記空隙により端部が規定された第２電極層を形成する工程と、
　を備えたことを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法であって、
　前記凸部及び前記第２電極層上に、前記凸部及び前記第２電極層を被覆するようにキャ
ッピング材料を堆積させる工程と、
　前記キャッピング材料を融解し、前記空隙に向けて流動させる工程と、
　前記流動したキャッピング材料を固化し、前記空隙を埋めるキャッピング層を形成する
工程と、
　前記キャッピング層を被覆するように保護層を形成する工程と、
　を備えたことを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法であって、
　前記空隙は、前記開口部を取り囲むように形成されていることを特徴とする有機ＥＬデ
ィスプレイの製造方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法であって、
　前記第１被覆層及び前記第２被覆層は、モリブデン又はモリブデンを含有する合金から
なることを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法であって、
　前記凸部は、上部よりも下部が幅狭な逆テーパー状であることを特徴とする有機ＥＬデ
ィスプレイの製造方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法であって、
　前記空隙は、５０ｎｍから５００ｎｍであることを特徴とする有機ＥＬディスプレイの
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬディスプレイの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬディスプレイの製造方法として、基板上に例えば蒸着法等の成膜技術を用いて
、第１電極層（下部電極層）、有機発光層、第２電極層（上部電極層）等を順次積層する
方法が広く知られている。
【０００３】
　かかる製造方法においては、第２電極層を分離するために、分離する箇所を取り囲むよ
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うに凸部を配置し、該凸部上に第２電極層を被着させることで、第２電極層を分離する方
法が用いられている。
【０００４】
　なお、第１電極層上に、該第１電極層を一部露出するように凸部を形成し、露出した第
１電極層上に発光可能な有機発光層、第２電極層を順次積層した有機ＥＬディスプレイが
、下記特許文献１に開示されている。
【特許文献１】特許第３３０２２６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、上述した特許文献１に記載の有機ＥＬディスプレイであっては、基板上に第
１電極層が形成されてから、第１電極層上に有機発光層が形成されるまで、第１電極層が
大気に晒される時間が長い。かかる場合、第１電極層に不純物が被着したり、第１電極層
の酸化が進んだりと、有機発光層の劣化の原因となりうる信頼性の問題点がある。
【０００６】
　また、凸部が所望の形状に形成されていない場合、隣接する箇所において、凸部の表面
を介して第２電極層が連続して形成されることがある。かかる場合、有機発光層が正常に
発光しないという製造歩留りの原因となり、生産性の問題点がある。
【０００７】
　本発明は、上述した課題に鑑みなされたものであって、信頼性に優れるとともに生産性
が向上する有機ＥＬディスプレイの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するため、本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、第１電極層
と、該第１電極層を覆う第１被覆層とが積層された基板を準備する工程と、前記第１被覆
層上に、前記第１被覆層が部分的に露出する開口部を有する絶縁体を形成する工程と、前
記第１被覆層及び前記絶縁体上に、前記第１被覆層及び前記絶縁体を覆う第２被覆層を形
成する工程と、前記第２被覆層上であって前記絶縁体の直上に、凸部を形成する工程と、
前記開口部下の前記第１被覆層をエッチングして除去するとともに、前記凸部下の前記第
２被覆層を前記凸部の下面が一部露出するまでエッチングして除去することにより、前記
絶縁体の上面と前記凸部の下面との間に空隙を形成する工程と、前記絶縁体の前記開口部
上で、前記凸部から前記開口部にかけて導電材料を堆積させ、前記空隙により端部が規定
された第２電極層を形成する工程と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、前記凸部及び前記第２電極層上に
、前記凸部及び前記第２電極層を被覆するようにキャッピング材料を被着させる工程と、
前記キャッピング材料を融解し、前記空隙に向けて流動させる工程と、前記流動したキャ
ッピング材料を固化し、前記空隙を埋めるキャッピング層を形成する工程と、前記キャッ
ピング層を被覆するように保護層を形成する工程と、を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、前記空隙が、前記開口部を取り囲
むように形成されていることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、前記第１被覆層及び前記第２被覆
層が、モリブデン又はモリブデンを含有する合金からなることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、前記凸部が、上部よりも下部が幅
狭な逆テーパー状であることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、前記空隙が、５０ｎｍから５００
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ｎｍであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、信頼性に優れるとともに生産性が向上する有機ＥＬディスプレイを製
造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に、本発明にかかる有機ＥＬディスプレイの製造方法の実施形態について図面に基
づいて詳細に説明する。
【００１６】
　図１は本発明の実施形態に係る有機ＥＬディスプレイの平面図、図２は図１のＡ１－Ａ
１断面図である。
【００１７】
　＜有機ＥＬディスプレイ＞
　図１に示すように、第１の実施形態に係る有機ＥＬディスプレイは、テレビ等の家電機
器、携帯電話やコンピュータ装置等の電子機器に用いるものであり、平板状の素子基板（
基板）１と、素子基板１上に形成された有機ＥＬ素子２とを含んで構成されている。
【００１８】
　素子基板１は、ガラスやプラスチック等から成り、素子基板１の中央に位置する表示領
域には、マトリックス状に配置された複数の有機ＥＬ素子２が形成されている。また、素
子基板１の端部に位置する非表示領域には、有機ＥＬ素子２の発光を制御するドライバー
ＩＣ３が実装されている。なお、マトリックス状に配列された有機ＥＬ素子２が、有機Ｅ
Ｌディスプレイの画素Ｐを構成している。
【００１９】
　また、素子基板１上に、素子基板１に対して対向するように配置された封止基板４が形
成されている。封止基板４は、たとえばガラスやプラスチック等の透明の基板を用いるこ
とができる。さらに、素子基板１の表示領域の外周に沿ってシール材５が形成されており
、素子基板１と封止基板４とシール材５によって複数の有機ＥＬ素子２を密封している。
なお、シール材５は、表示領域を被覆するように素子基板１と封止基板４の間に形成され
ていてもよい。かかるシール材５としては、たとえば光硬化性又は熱硬化性のアクリル樹
脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂又はシリコン樹脂等を用いることができる。
【００２０】
　次に、図２を用いて素子基板１と封止基板４との間に形成される各種層について説明す
る。素子基板１の表示領域上には、薄膜トランジスタＴやコンデンサ等からなる回路層６
が形成されている。さらに、回路層６上に、回路層６の一部を露出するように窒化珪素、
窒化酸素又は窒化酸化珪素等からなる絶縁層７が形成されている。
【００２１】
　絶縁層７上に、回路層６や絶縁層７上の凹凸を低減するための平坦化膜８が形成されて
いる。平坦化膜８としては、たとえばノボラック樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂又は
シリコン樹脂等の絶縁性を有する有機材料を用いることができる。なお、平坦化膜８の厚
みは、たとえば０．５μｍから１０μｍとなるように設定されている。
【００２２】
　平坦化膜８は、平坦化膜８及び絶縁層７を貫通するコンタクトホールＨが形成されてい
る。かかるコンタクトホールＨは、絶縁層７が被覆されていない回路層６の直上に形成さ
れている。また、コンタクトホールＨの内面及び、コンタクトホールＨの内面から平坦化
膜８の上面にかけて、たとえば銅やアルミニウム等の導電性材料からなるコンタクト層９
が形成されている。コンタクト層９は回路層６と電気的に接続されている。
【００２３】
　平坦化膜８上に、上述した有機ＥＬ素子２が形成されている。かかる有機ＥＬ素子２は
、第１電極層１０と、有機発光層１１と、第２電極層１２とを含んで構成されている。



(5) JP 2008-159438 A 2008.7.10

10

20

30

40

50

【００２４】
　第１電極層１０は、平坦化膜８の上面に形成されるとともに、コンタクト層９と間隔を
空けて配置されている。第１電極層１０は、たとえばアルミニウム、銀、銅、金又はロジ
ウム等の金属、又はこれらの合金等から成る。また、第１電極層１０とコンタクト層９と
の間には、層間絶縁膜（絶縁体）１３が介在されている。かかる層間絶縁膜１３は、その
一部が第１電極層１０と第２電極層１２との間に介在され、両者の短絡を防止している。
さらに、層間絶縁膜１３は、隣接する画素Ｐの第１電極層１０同士の短絡をも防止してい
る。層間絶縁膜１３は開口部を有し、該開口部は、後述する第１被覆層１６を一部露出す
るように配置されている。なお、第１電極層１０の反射率は、例えば３０％から１００％
となるように設定されている。かかる反射率は、可視光域での反射率とする。
【００２５】
　有機発光層１１は、第１電極層１０上に形成されているとともに、各画素Ｐに分離され
ている。また、有機発光層１１の端部は、層間絶縁膜１３上まで延在されている。有機発
光層１１は、第１電極層１０と第２電極層１２との間に印加された電圧によって、電流が
流れ発光する。かかる有機発光層１１は、例えば、素子基板１側から封止基板４側に向か
って順に、正孔の注入を行うための正孔注入層と、正孔の輸送を行うための正孔輸送層と
、ＥＬ発光を行う発光層と、電子の輸送を行う電子輸送層と、電子の注入を行うための電
子注入層とを備えている。なお、有機発光層１１としては、発光層さえ存在すれば、５層
構造を採用せず、１乃至４層構造等、種々の層構造を採用しても良い。なお、有機発光層
１１の厚みは、たとえば１０ｎｍから３００ｎｍとなるように設定されている。
【００２６】
　第２電極層１２は、有機発光層１１上に形成されているとともに、各画素Ｐに分離され
ている。第２電極層１２の端部は、層間絶縁膜１３上まで延在されている。さらに、第２
電極層１２の一端は、コンタクト層９と接続されている。かかる第２電極層１２は、たと
えばＩＴＯ又はＩＺＯ等の透明電極や、リチウム等のアルカリ金属、マグネシウム、カル
シウム、ストロンチウム又はバリウム等のアルカリ土類金属や、これらの合金からなる。
ここで、第２電極層１２として、アルカリ金属やアルカリ土類金属を用いる場合は、その
厚みを光が透過するまで薄く設定する。なお、第２電極層１２の厚みは、例えば１ｎｍか
ら２００ｎｍとなるように設定されている。
【００２７】
　有機ＥＬ素子２上に、キャッピング層１４と保護層１５とが厚み方向に積層されて形成
されている。
【００２８】
　キャッピング層１４は、その厚みを適当に設定することにより、有機ＥＬ素子２から保
護層１５に向かって進行する進行波の波長と、第１電極層１０で反射して保護層１５に向
かって進行する反射波の波長を合わせて共振させ、有機発光層１１が発する光を有機ＥＬ
ディスプレイの外部に効率良く取り出す機能を有している。キャッピング層１４は、たと
えばα－ＮＰＤ，ＴＰＤ又はｍ－ＭＴＤＡＴＡ等の有機材料からなり、有機ＥＬ素子２を
構成する材料よりもガラス転移点の低い材料が用いられている。
【００２９】
　キャッピング層１４は、後述するように加熱処理されることで、キャッピング層１４が
融解し、後述する凸部１７の側面に被着した材料が凸部１７の側面に沿って下方に移動し
、凸部１７の下端と第２電極層１２との間の空隙Ｇを埋めている。なお、空隙Ｇを埋めた
あとのキャッピング層１４の厚みは、例えば５０ｎｍから２００ｎｍとなるように設定さ
れている。また、空隙Ｇは、有機発光層１１の厚みと第２電極層１２の厚みの合計よりも
大きく、有機発光層１１の厚みと第２電極層１２の厚みとキャッピング層１４の厚みの合
計よりも小さくなるように設定されている。
【００３０】
　保護層１５は、キャッピング層１４を被覆するように形成されている。保護層１５は、
表示領域の全面を連続して被覆しており、その端部は、シール材５で囲まれた領域の内周
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まで延在して形成されている。かかる保護層１５は、たとえば窒化珪素、窒化酸素、窒化
酸化珪素等の絶縁材料からなる。
【００３１】
　次に、第１電極層１０の端部と層間絶縁膜１３との間に形成された第１被覆層１６につ
いて説明する。
【００３２】
　第１被覆層１６は、第１電極層１０と層間絶縁膜１３及び、層間絶縁膜１３とコンタク
ト層９との間に介在されており、有機ＥＬ素子２の外周を取り囲むように形成されている
。第１被覆層１６は、たとえばモリブデン等の金属、又はモリブデンを含有する合金から
なり、第１電極層１０の反射率よりも低い反射率の材料が選択されている。
【００３３】
　また、第１被覆層１６の反射率は、例えば１０％から７０％となるように設定されてい
る。第１被覆層１６は、第１電極層１０よりも遮光性に優れていて、ブラックマトリクス
の機能を有している。第１被覆層１６は、有機ＥＬディスプレイの外部から入射する外光
を吸収し、外光反射を抑制することができる。
【００３４】
　第１被覆層１６は、図３に示すように、回路層６を構成する薄膜トランジスタＴの直上
に形成されている。かかる薄膜トランジスタＴは、平面視して第１被覆層１６の外周の内
部に納まる箇所に配置することがより望ましい。第１被覆層１６は、薄膜トランジスタＴ
に外光が照射するのを抑制し、薄膜トランジスタＴが外光の光や熱によって誤作動を生ず
るのを防止することができる。
【００３５】
　さらに、層間絶縁膜１３上には、凸部１７が第２被覆層１８を介在させて形成されてい
る。凸部１７は、有機ＥＬ素子２の外周を取り囲むように形成されている。かかる凸部１
７は、上部よりも下部が幅狭な逆テーパー状に形成されている。凸部１７は、たとえばア
クリル樹脂や、ポリイミド樹脂等の絶縁性の樹脂材料から構成されている。なお、凸部１
７上には、有機発光層１１と同一材料からなる有機材料層１９と、第２電極層１２と同一
材料からなる金属層２０とが積層されている。
【００３６】
　第２被覆層１８は、層間絶縁膜１３の直上であって、平面視して凸部１７の下面の外周
よりも内側に収まるように配置されている。ここで、第２被覆層１８の上面の端部は、平
面視して凸部１７の下面の端部から最短距離で１００ｎｍ以上離れるように設定されてい
る。第２被覆層１８は、第１被覆層１６と同様にブラックマトリクスの機能を有しており
、外光を吸収することができる。なお、金属層２０、有機材料層１９及び凸部１７は、光
を透過しやすいため、第２被覆層１８によって、光を吸収することができる。
【００３７】
　第２被覆層１８は、上部よりも下部が幅広なテーパー状に形成されている。また、凸部
１７の下端と層間絶縁膜１３の上面との間に、有機発光層１１の端部と第２電極層１２の
端部とが延在されている。さらに、第２被覆層１８は、層間絶縁膜１３の上面に延在され
た第２電極層１２の端部と間を空けて配置されている。そのため、第２被覆層１８に第２
電極層１２から電流が直接流れ込まず、隣接する画素Ｐの第２電極層１２同士が短絡する
ことがない。
【００３８】
　第２被覆層１８の厚みは、たとえば５０ｎｍから５００ｎｍであって、有機発光層１１
の厚みと第２電極層１２の厚みの合計よりも大きくなるように設定されている。有機発光
層１１と第２電極層１２は、第２被覆層１８の厚みよりも薄く形成されるため、後述する
ように蒸着法を用いて成膜する場合、凸部１７と層間絶縁膜１３との間で第２電極層１２
を分離することができ、隣接する画素Ｐ同士の間で第２電極層１２を効果的に分離するこ
とができる。
【００３９】
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　また、層間絶縁膜１３の上面に形成された第２電極層１２の上面と、凸部１７の下面と
の間には、キャッピング層１４が空隙Ｇなく介在されている。第２被覆層１８と凸部１７
との間の空隙Ｇをキャッピング層１４によって埋めることで、凸部１７上から有機ＥＬ素
子２上にかけて保護層１５を分離することなく連続して形成することができ、保護膜１５
のステップカバレッジを良好にすることができる。
【００４０】
　なお、第２被覆層１８は、第１被覆層１６を構成する材料と同一の材料であって、たと
えばモリブデン等の金属材料からなる。なお、第２被覆層１８は、前記エッチャントによ
りエッチングすることができ、主成分がモリブデン等の金属材料であればよい。第２被覆
層１８と第１被覆層１６とを同一材料とすることによって、後述するように一度にエッチ
ングすることができ、新たなエッチング工程を増やすことなく、効率よく有機ＥＬディス
プレイを製造することができる。
【００４１】
　＜製造方法＞
　次に、上記した有機ＥＬディスプレイの製造方法について図３から図１３を用いて詳細
に説明する。まず、図４に示すように、素子基板１上に、従来周知のＣＶＤ法、スパッタ
リング法又はスピンコート法等の薄膜形成技術や、エッチング技術やフォトリソグラフィ
ー技術等の薄膜加工技術を採用することによって、回路層６を所定パターンに形成するこ
とができる。そして、回路層６上に、上述した薄膜形成技術及び薄膜加工技術を採用する
ことによって、順に絶縁層７、平坦化膜８となりうる有機樹脂層８ａを形成する。
【００４２】
　そして、有機樹脂層８ａ上に開口を有する露光マスクを対向配置する。そして、有機樹
脂層８ａに対するコンタクトホールＨを形成したい箇所に、露光マスクの開口を位置合わ
せし、露光マスクに光を照射する。その結果、露光マスクの開口を通過した光が、有機樹
脂層８ａのコンタクトホールＨを形成したい箇所に照射される。さらに、現像処理を行う
ことによって、図５に示すように、光を照射した箇所にコンタクトホールＨを形成するこ
とができる。また同時に平坦化膜８を形成することができる。
【００４３】
　次に、図６に示すように、従来周知の薄膜形成技術を用いて、第１電極層１０及びコン
タクト層９となる導電性膜１０ａを形成し、さらに遮光膜１６ａを形成する。なお、導電
性膜１０ａは、例えばアルミニウムからなり、遮光膜１６ａは、例えばモリブデンからな
る。
【００４４】
　導電性膜１０ａ及び第１被覆層１６ａ上にレジストを塗布する。そして、露光マスクを
用いて、該レジストを露光し、さらに現像処理、ベーク処理を行う。この結果、少なくと
も薄膜トランジスタＴの直上は、パターニングしたレジストを残す。そして、パターニン
グしたレジストをエッチングマスクとして用いて、導電性膜１０ａ及び第１被覆層１６ａ
のエッチングを行ない、図７に示すように所定の形状の第１電極層１０及び第１被覆層１
６ｂを形成することができる。また同時に、コンタクトホールＨの内面にコンタクト層９
を形成することができる。
【００４５】
　次に、第１被覆層１６ｂ、平坦化膜８及びコンタクト層９上に、従来周知の薄膜形成技
術を用いて、層間絶縁膜１３となりうる絶縁膜を形成する。そして、該絶縁膜に対して、
従来周知の薄膜加工技術を用いて、図８に示すように、層間絶縁膜１３を形成することが
できる。
【００４６】
　そして、層間絶縁膜１３及び第１被覆層１６ｂ上に、従来周知の薄膜形成技術を用いて
、第２被覆層１８ａを形成する。なお、第２被覆層１８ａは、第１被覆層１６ｂと同じ材
料からなる。さらに、第２被覆層１８ａ上に、凸部１７となるレジストを形成し、露光・
現像処理を行うことで、図９に示すように、凸部１７を形成することができる。
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【００４７】
　次に、第２被覆層１８ａ及び第１被覆層１６ｂに対して、ウエットエッチング処理を行
ない、所定の形状にパターニングする。そして、第２被覆層１８ａ及び第１被覆層１６ｂ
を同時にエッチングし、第２被覆層１８及び第１被覆層１６を形成することができる。す
なわち、第１被覆層１６ｂ及び第２被覆層１８ａに対してエッチング液を浸漬させること
によって、層間絶縁膜１３から露出する第１被覆層１６ｂを溶かすとともに、凸部１７と
層間絶縁膜１３との間に介在されている第２被覆層１８ａを凸部１７の下面が一部露出す
るまで溶かす。そして、図１０に示すように、凸部１７と層間絶縁膜１３との間に空隙Ｇ
を形成することができる。なお、ここで使用するエッチング液は、例えば硝酸の含有比率
が１５ｗｔ％から３５ｗｔ％、酢酸の含有比率が２５ｗｔ％から４５ｗｔ％、燐酸の含有
比率が０．１ｗｔ％から５ｗｔ％である混酸を採用する。なお、第１被覆層１６ａの厚み
を予め、第２被覆層１８ａの厚みよりも薄く形成することによって、エッチングされる領
域を少なくできる。また、第１被覆層１６ａと第２被覆層１８ａを構成するモリブデンの
成分を調整することによって、エッチング液に対して溶け出す量を調整することができる
。その結果、凸部１７の下面の外縁が露出するまで、第２被覆層１８ａのエッチング処理
を行なうことができる。
【００４８】
　ここで、第１被覆層１６を形成するまでは、第１電極層１０が大気に晒されないように
保護し、製造工程において第１電極層１０に不純物が付着したり、第１電極層１０そのも
のが酸化したりするのを抑制することができる。その結果、有機ＥＬディスプレイの信頼
性を高めることができる。
【００４９】
　また、第１被覆層１６と第２被覆層１８とを同時に形成することができるため、新たに
エッチング工程を増やすことなく一度のエッチング工程で済むため、製造時間を長期化す
ることがなく、生産性を高めることができる。
【００５０】
　そして、蒸着マスクを用いた蒸着法によって、第１電極層１０上に、図１１に示すよう
に、有機発光層１１を形成する。具体的には、蒸着材料を加熱・蒸発させることが可能な
蒸着源を下部に備えた真空チャンバー内に、上述した各層が形成された素子基板１と、多
数の開口を有する蒸着マスクとを準備する。次に、真空チャンバー内にて、素子基板１の
各層が形成されている側を下方に向けて、素子基板１を上方に配置する。さらに、蒸着マ
スクを素子基板１と蒸着源の間に介在させるとともに、素子基板１に蒸着マスクを位置合
わせし、素子基板１の有機発光層１１が形成される箇所に蒸着マスクの開口を合わせる。
次に、真空チャンバー内を高真空状態とし、蒸着源から有機材料を加熱蒸発させて、蒸着
マスクの開口を介して素子基板１に有機発光層１１を形成する。なお、有機発光層１１を
形成すると同時に、凸部１７の上面に、有機材料層１９を形成することができる。
【００５１】
　続いて、真空状態を継続したまま、第２電極層１２を、蒸着マスクを用いずに蒸着法に
より形成する。具体的には、凸部１７、層間絶縁膜１３、有機発光層１１に向けて、第２
電極層１２となる導電材料を蒸着させる。そして、図１２に示すように、凸部１７と層間
絶縁膜１３との間の空隙Ｇにて、第２電極層１２が不連続となるように分離することがで
きる。また、第２電極層１２の端部は、空隙Ｇまで延在されており、該空隙Ｇにて位置決
めされている。
【００５２】
　その結果、隣接する画素Ｐ同士の第２電極層１２が不連続で形成されることで、画素Ｐ
同士が短絡するのを効果的に防止することができる。なお、第２電極層１２を形成すると
同時に、凸部１７上に、金属層２０を形成することができる。そして、有機ＥＬ素子２を
形成することができる。
【００５３】
　さらに、真空状態のまま、蒸着法にてキャッピング層１４を構成する有機材料を蒸発さ
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せて、第２電極層１２及び凸部１７を被覆するようにキャッピング材料を被着させる。こ
のとき、凸部１７の側面にもキャッピング材料からなる層が形成される。
【００５４】
　次に、有機ＥＬ素子２及びキャッピング材料からなる層に熱を印加することによって、
該層を融解させる。なお、真空状態では熱が伝搬しにくいため、真空チャンバー内の下部
に位置する蒸着源の温度と上部に位置する素子基板１の温度とは大きく異なる。そのため
、素子基板１にヒーター等によって、直接熱を印加する。
【００５５】
　また、有機ＥＬ素子２及びキャッピング材料からなる層に印加される温度は、キャッピ
ング材料のガラス転移点より高温であって、有機ＥＬ素子２を構成する全ての材料のガラ
ス転移点よりも低い温度である。なお、キャッピング材料の融点まで、熱を印加すると、
気化するため、有機ＥＬ素子２及びキャッピング材料からなる層の融点及びガラス転移点
よりも低い温度である。そのため、有機ＥＬ素子２を融解させずに、キャッピング材料か
らなる層のみを融解させることができる。その結果、凸部１７の側面に被着したキャッピ
ング材料からなる層を、層間絶縁膜１３と凸部１７との間の空隙Ｇに向けて流動させるこ
とができ、空隙Ｇを流動したキャッピング材料で埋めることができる。
【００５６】
　そして、融解したキャッピング材料を該キャッピング材料のガラス転移点よりも低い温
度に設定して、融解したキャッピング材料を固化して、図１３に示すように、キャッピン
グ層１４を形成することができる。その結果、凸部１７と層間絶縁膜１３との間の空隙Ｇ
をなくすことができ、凸部１７から有機ＥＬ素子２にかけてステップカバレッジを良好に
することができる。次に、キャッピング層１４上に、従来周知の薄膜形成技術を用いて、
保護層１５を連続して形成することができる。
【００５７】
　最後に、素子基板１の有機ＥＬ素子２と封止基板４の一面が対向させ、素子基板１と封
止基板６の周辺部にシール材５を設けて有機ＥＬ素子２を封止する。そして、素子基板１
にドライバーＩＣ５等を接続し、有機ＥＬディスプレイが完成する。
【００５８】
　なお、上述の実施形態は、シール材５が素子基板１の端部に沿って形成されている構造
について説明したが、素子基板１上に形成される有機ＥＬ素子２を被覆するように素子基
板１と封止基板４との間に形成されていても構わない。
【００５９】
　また、上述の実施形態は、凸部１７の形状を逆テーパー状としたが、上部が下部よりも
幅狭な順テーパー状形成されていても、又凸部の側面が垂直となるように形成されていて
も構わない。この場合、凸部１７上に形成される保護層１５のステップカバレッジを効果
的に良好にすることができる。
【００６０】
　なお、上述の実施形態は、有機ＥＬ素子２が発する光を封止基板４側から取り出すトッ
プエミッション構造について説明したが、光を素子基板１側から取り出すボトムエミッシ
ョン構造であっても構わない。
【００６１】
　なお、本発明は上述の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲
において種々の変更、改良等が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の実施形態にかかる有機ＥＬディスプレイの平面透過図である。
【図２】本発明の実施形態にかかる有機ＥＬディスプレイの断面図である。
【図３】本発明の実施形態にかかる第１被覆層と薄膜トランジスタの配置関係を示した断
面図である。
【図４】本発明の有機ＥＬディスプレイの製造工程を説明する断面図である。
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【図５】本発明の有機ＥＬディスプレイの製造工程を説明する断面図である。
【図６】本発明の有機ＥＬディスプレイの製造工程を説明する断面図である。
【図７】本発明の有機ＥＬディスプレイの製造工程を説明する断面図である。
【図８】本発明の有機ＥＬディスプレイの製造工程を説明する断面図である。
【図９】本発明の有機ＥＬディスプレイの製造工程を説明する断面図である。
【図１０】本発明の有機ＥＬディスプレイの製造工程を説明する断面図である。
【図１１】本発明の有機ＥＬディスプレイの製造工程を説明する断面図である。
【図１２】本発明の有機ＥＬディスプレイの製造工程を説明する断面図である。
【図１３】本発明の有機ＥＬディスプレイの製造工程を説明する断面図である。
【図１４】本発明の有機ＥＬディスプレイの製造工程を説明する断面図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１　素子基板
　２　有機ＥＬ素子
　３　ドライバーＩＣ
　４　封止基板
　５　シール材
　６　回路層
　７　絶縁層
　８　平坦化膜
　９　コンタクト層
１０　第１電極層
１１　有機発光層
１２　第２電極層
１３　層間絶縁膜
１４　キャッピング層
１５　保護層
１６　第１被覆層
１７　凸部
１８　第２被覆層
１９　有機材料層
２０　金属層
　Ｐ　画素
　Ｔ　薄膜トランジスタ
　Ｈ　コンタクトホール
　Ｇ　空隙
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解决的问题：提供一种有机EL显示器的制造方法，该方法在制造过程中
通过保护第一电极层并有效地分离第二电极层而具有优异的可靠性并提
高了生产率。 解决方案：准备衬底的步骤，其中准备第一电极层和覆盖
第一电极层10的第一涂层16，并将第一涂层部分暴露在第一涂层上。 形
成具有形成开口的绝缘体13的步骤，在第一涂层和绝缘体上形成覆盖第
一涂层和绝缘体的第二涂层18的步骤，以及在第二涂层上形成第二涂层
的步骤。 形成以下步骤：在绝缘体的正上方形成凸部17，并通过蚀刻去
除开口下方的第一涂层，并且在凸部下方暴露第二涂层，直到凸部的下
表面部分地暴露。 通过蚀刻和去除在绝缘体的上表面和凸部的下表面之
间形成间隙G的步骤，并且从凸部到绝缘体的开口部上的开口部沉积导电
材料以形成间隙。 形成其端部由G限定的第二电极层12。 [选择图]图2
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